
B: Bulk，バルク S: Source，ソース
G: Gate，ゲート D: Drain，ドレイン

MOSトランジスタのモデリング
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MOSトランジスタの記号



MOSトランジスタにおける2次的効果

基板効果

チャネル長変調効果
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MOSトランジスタの小信号モデル

),,( BSDSGSD VVVfI 

BS
BS

DS
DS

GS
GS

D V
V
fV

V
fV

V
fI 














mb

BSdDS

m

GS

g
V

f

rV

f
g

V

f













，　，　
1

bs

BS

ds

DS

gs

GS

d v
V

f
v

V

f
v

V

f
i












 　　　



MOSトランジスタの小信号モデル
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小信号モデルが等価となる条件

MOSトランジスタ バイポーラトランジスタ
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MOSトランジスタの高周波小信号モデル

基板間の寄生容量を考慮
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TfトランジスタのMOS
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